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 発光波長 260-280 nm(UV-C)の深紫外 LED は、殺菌応用が期待されているが、さらに短波長の

222 nm 光は人体への害が無くウイルス殺菌ができる光源として注目されている。窒化物半導体

AlGaN を用いた LED でも短波長発光のニーズが高まっている。我々は、サファイア基板上にスパ

ッタ法で堆積させた AlN 膜を Face-to-Face 配置で高温アニールすることで、高い結晶性を有する

AlN(FFA Sp-AlN)テンプレートの作製を報告している[1]。これまでに FFA Sp-AlN テンプレートを

用いて発光波長 264 nm の AlGaN UV-C LED を作製しており、低い貫通転位密度による外部量子

効率の向上を報告している[2]。本研究では、発光波長 265 nm より短波長で発光するデバイス開発

を目的に高 Al 組成 AlGaN 量子井戸を、FFA Sp-AlN テンプレート上に有機金属気相成長(MOVPE)
法を用いて成長させ、発光特性を調べた。 
スパッタ法を用いてサファイア基板上に AlN を 450 nm 堆積させ、1700°C の窒素雰囲気で 3 時

間アニールを行い FFA Sp-AlN テンプレートを作製した。また、サファイア基板上に MOVPE 成

長させた AlN(MOVPE-AlN)テンプレートも比較用に用いた。これらのテンプレート上に MOVPE
法を用いて、成長温度 1300°C で AlN 層を 200 nm 再成長させた。次に、1150°C において AlGaN
バッファ層を 100 nm、n-AlGaN 層を 1 µm 成長させた後、10 周期の Al0.70Ga0.30N/Al0.79Ga21N 多重

量子井戸(MQWs)構造を作製した。カソードルミネッセンス(CL)測定の結果、MOVPE-AlN テン

プレート上と、FFA Sp-AlN テンプレート上の MQWs からの発光ピーク波長はそれぞれ 243 nm、

242 nm であった。Figure 1 に作製した試料の(101
_

5) X 線回折逆格子空間マッピング(XRD-RSM)像
を示す。両テンプレート上で、AlN 層から MQWs までコヒーレントに成長していることがわか

った。MOVPE-AlN テンプレート上では、AlN 層、AlGaN 層、および、MQWs からの回折ピー

クの広がりが認められた。一方で、FFA Sp-AlN テンプレート上では、全ての層からの回折ピー

クがシャープであり、高い結晶性が MQW まで維持していることが示唆される。このことから、

FFA Sp-AlN テンプレートは、短波長で発光する量子井戸の AlN 下地基板として非常に有効であ

ることが示された。 
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5) XRD-RSMs of MQWs grown on  
(a) MOVPE-AlN and (b) FFA Sp-AlN templates.   
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